窒化物半導体電子デバイスの数値シミュレーションに関する研究 by 児玉, 和樹
別紙様式第３号                             No.1 
博 士 論 文 内 容 の 要 旨 
 
専攻名   システム設計工学専攻      
 
講座名   電子システム講座        
 
氏 名   児玉 和樹           
 
 １ 論文題目（英文の場合は，和訳を付記すること。） 
 窒化物半導体電子デバイスの数値シミュレーションに関する研究              
                                         
                                         
 
 ２ 要  旨（和文 2,000字程度又は英文 800語程度にまとめること。） 
 窒化物半導体は次世代高周波デバイスやパワーデバイス用材料として注目され、








イオン化モデルを示し、これに基づいてデバイスの耐圧計算を示すことである。      





という特徴をもつ。バンド構造の計算は、GaN, InN, AlN それぞれについて行った。特に、
InN と AlN については、擬ポテンシャルパラメータを記した報告例がなかったので、報
告されている物性値を再現できるパラメータを本研究で導出した。また、衝突イオン化
の遷移確率では、厳密モデルと従来モデルによる計算方法だけでなく、バンド指数を考






























ン間距離を短縮する方法の 2 つを提案した。InGaN チャネル層を用いることにより、電
子速度が増加し、fTが向上することを示した。また、In 組成が 0.5 以上の InGaN をチャ






で計算した耐圧(720 V)は従来モデルによる結果(550 V)よりも高い値を示し、AlGaN/GaN 
HEMTが 2 MV/cmを超える破壊電界に相当する電圧範囲で動作可能であることが示され
た。提案モデルは、デバイスの破壊耐圧を計算する上でも、従来モデルと同等の短い計
算時間で、かつ、より精度の高い計算が可能であることが分かった。                      
 
